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Verfahren zum Herstellen eines Leiterplattenelements sowie Lei- 

terplattenelement 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines 
Leiterplattenelements, bei dem ausgehend von einem Leiter- 
platten-Substrat mit zumindest einer Leiterlage, vorzugsweise 
zwei Leiterlagen, diese bzw. zumindest eine Leiterlage struktu- 
riert und darauf Edelmetall aufgebracht wird. 

Weiters bezieht sich die Erfindung auf ein Leiterplatten- 
element mit zumindest einer, vorzugsweise zwei strukturierten 
Leiterlage (n) auf einem Substrat, und mit Edelmetall auf der 
bzw. zumindest einer Leiterlage. 

Unter ^Leiterplattenelement^ ist hier eine einseitige oder 
doppelseitige Leiterplatte ebenso wie eine Multilayer-Leiter- 
platte, jeweils bestuckt mit Bauelementen oder noch ohne Be- 
stlickung, zu verstehen, wobei primar wesentlich ist, dass ein 
Substrat, Ublicherweise aus einer Epoxid-Harzschicht , mit zu- 
mindest einer darauf auf gebrachten metallischen, elektrisch lei- 
tenden Lage, in der Regel aus Kupfer, vorliegt. Die metallische 
Lage wird hier als „Leiterlage" bezeichnet. Diese Leiterlage 
kann eine Auftenlage oder aber - im Fall eines Multilayers - eine 
Innenlage sein. 

Es ist bereits vorgeschlagen worden, lokal an Stellen, wo 
elektrische Bauelemente anzubringen sind, eine Edelmetall- 
schicht, insbesondere aus Silber, auf der Kupf er-Leiterlage 
anzubringen. Dies geschieht vor allem dort, wo in einem Druck- 
verfahren PTF-Bauelemente (PTF-Polymer Thick Film - Polymerer 
Dickfilm) aufgebracht werden, wobei es sich hierbei insbesondere 
urn PTF-Widerstande handelt. Die Edelmetallschicht zwischen dem 
Kupfer der Leiterlage und der PTF-Paste der Bauelemente ver- 
bessert die Stabilitat der Schaltung, die sonst beispielsweise 
unter Feuchteeinf luss beeintrSchtigt wird; die Edelmetallschicht 
bildet insofern eine „Sperrschicht" , als sie bei Feuchteeinf luss 
eine Korrosion von Kupfer, etwa beim Ausharten der PTF-Paste, 
vermeiden hilft. Andererseits verbessert sie den elektrischen 
Kontakt zwischen dem Kupfer der Leiterlage und der PTF-Paste. 

Von Nachteil ist hier jedoch, dass die Edelmetallschicht nur 
an ortlich sehr begrenzten Stellen aufgebracht werden darf, nam- 
lich genau dort, wo das Bedrucken mit der PTF-Paste erfolgen 
soil; wiirde man namlich die Edelmetallschicht vollflachig auf 
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der Kupf er-Leiterlage aufbringen, so wurde die Haftung vom dar- 
uber anzubringenden Schichten stark beeintrachtigt werden. Bei- 
spielsweise ware im Fall einer Verpressung zum Multilayer die 
notwendige interlarninare Haftung zu einer daruber angebrachten 
Leiterplatten-Struktur nicht mehr gegeben, und es kame beim Be- 
stucken eines solchen Leiterplattenelements zu einer Delaminati- 
on und damit zu einem Totalausfall des Leiterplattenelements. 
Sofern die Leiterlage eine Auiienlage ist, d.h. eine 
Epoxidharz/Leiterlagen-Struktur nicht mehr aufgebracht wird, ist 
es iiblicherweise fur das Bestticken mit Bauelementen notwendig, 
auf der Auiienlage eine Lotstopmaske herzustellen, und im Fall 
eine Edelmetallschicht wurde auch eine derartige Lotstopmaske 
nur schlecht haften. Aus diesen Griinden wird wie erwahnt das 
Edelmetall nur Srtlich stark begrenzt aufgebracht, und die tib- 
rige Kupf er-Leiterlagenoberf lache wird bei der weiteren Be- 
arbeitung des Leiterplattenelements mit einer gesonderten 
Haftvermittlerschicht bedeckt, urn so entweder das Anbringen 
einer Lotstopmaske oder aber das Verpressen zum Multilayer zu 
begiinstigen. 

Fur die blofi partielle Anbringung des Edelmetalls in ortlich 
begrenzten Bereichen der Leiterlage sind jedoch eigene Prozess- 
schritte erf orderlich, namlich die Anbringung einer Maskierungs- 
schicht und das Entfernen der Maskierungsschicht ; 
nichtsdestoweniger kommt es im Bereich der Edelmetalloberf lache 
immer wieder zum Abheben von darauf befindlichen Materialien und 
somit zu Ausf alien. 

Es ist nun Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zum Her- 
stellen eines Leiterplattenelements bzw. ein Leiterplatten- 
element wie eingangs angeftthrt anzugeben, wobei im Zuge der 
Herstellung der Aufwand und die Kosten fur die Prozessschritte 
der Maskierung und der Demaskierung eriibrigt werden konnen, so 
dass eine wesentlich vereinfachte Herstellung erzielt wird, und 
wobei nichtsdestoweniger eine ausgezeichnete Haftung der einzel- 
nen Schichten aneinander ermoglicht wird, und dies ohne dass 
eine eigene ( zusatzliche) Haftvermittlerschicht auf der Lei- 
terlage notwendig ist. 

Zur Losung dieser Aufgabe sieht die Erfindung ein Verfahren 
bzw. ein Leiterplattenelement wie in den unabhangigen AnspriAchen 
angegeben vor. 

Vorteilhafte Ausf uhrungsf ormen und Weiterbildungen sind in 
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den abhangigen Anspruchen angegeben. 

Bei der erf indungsgemaBen Technik bildet die Edelmetall- 
schicht selbst eine Haf tvermittlerschicht, auf der nachf olgende 
Schichten, wie etwa eine weitere Leiterplattenstruktur oder aber 
eine Lotstopmaske, gut haft end angebracht werden konnen. Auch 
das Material von durch Aufdrucken erzeugten PTF-Bauelementen, 
insbesondere PTF-Widerstanden, aber auch Lotmaterial oder Adha- 
sivmaterial im Falle einer Klebebef estigung von vorgef ertigten 
Bauelementen, haftet auf der Edelmetallschicht ausgezeichnet . 
Diese gute Haftung der verschiedenen Materialien wird dadurch 
erreicht, dass anstatt einer glatten Edelmetall-Oberf lache eine 
raue Oberf lache der Edelmetallschicht vorliegt. Diese Oberf la- 
chenrauheit wird bereits in der unter der Edelmetallschicht 
liegenden Leiterlage, ublicherweise aus Kupfer, erzeugt, wobei 
die Oberf lachenrauheit in einer GroBenordnung herbeigef uhrt 
wird, die zumindest in der GroBenordnung der Dicke der Edelme- 
tallschicht, bevorzugt urn eine GroBenordnung groBer vorgesehen 
wird, Dadurch bleibt diese Oberf lachenrauheit der Leiterlage 
auch beim nachf olgenden Anbringen der Edelmetallschicht erhal- 
ten. Insbesondere kann die Oberf lachenrauheit der Leiterlage im 
Bereich von 0,05 pm bis 5 pm, insbesondere 0,3 pm bis 3 pm, 
vorzugsweise 0,5 pm bis 1 pm, liegen, und die Dicke der Edelme- 
tallschicht betragt bevorzugt 0,02 pm bis 1 pm, vorzugsweise 
0,02 pm bis 0,5 pm. Die Oberf lache der Leiterlage kann bei- 
spielsweise durch chemisches Atzen, durch mechanisches Bearbei- 
ten oder galvanisch aufgeraut werden. Die Edelmetallschicht wird 
dann auf dieser aufgerauten Leiterlage beispielsweise stromlos 
oder aber galvanisch, durch Aufdampfen oder durch Sputtern auf- 
gebracht. Als Edelmetall kann dabei mit Vorteil Silber, Gold, 
Palladium, Nickel oder eine Kombination von einzelnen dieser Me- 
talle oder aller dieser Metalle verwendet werden. Nach der An- 
bringung dieser vergleichsweise diinnen Edelmetallschicht auf der 
gesamten Oberf lache der Leiterlage (anstatt wie frUher nur lokal 
in kleinen Teilbereichen) , wobei die Rauheit der Oberflache 
erhalten bleibt, konnen elektrische Bauelemente, wie insbesonde- 
re PTF-Widerstande etc., durch Aufdrucken, aufgebracht werden, 
und es kann dann ein Verpressen zu einem Multilayer erfolgen 
oder aber eine Lotstopmaske aufgebracht werden, um so in einem 
automatischen Lotvorgang vorgef ertigte elektrische Bauelemente 
anbringen zu konnen. 
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Eine beispielhaf te Herstellung gemali der erf indungsgemalien 
Technik sieht die folgenden grundlegenden Schritte vor: 

a) Strukturieren der Kupf er-Leiterlage (ublicherweise in einem 
photolithographischen Prozess durch Atzen) * 

b) Aufrauen der Oberfiache der Leiterlage 

c) Aufbringen der Edelmetallschicht 

d) Aufbringen der Bauelemente (z.B. PTF-Widerstande) 

e) Verpressen zum Multilayer. 

Dem gegenuber sind beim herkdmmlichen Standardprozess 
folgende prinzipiellen Schritte notwendig: 

a) Strukturieren der Leiterlage 

b f ) Aufbringen eines gesonderten Haf tvermittlers auf der Lei- 
terlage (ublicherweise unter Anwendung eines Oxidationsprozesses 
und mit Hilfe von organischen Komponenten) 

c') Aufbringen und Strukturieren einer Photo-Resistschicht 
c ,? ) Partielles Aufbringen der Edelmetallschicht 
c'' T ) Entfernen der Photo-Resistschicht 

d) Aufbringen der Bauelemente 

e) Verpressen zum Multilayer 

Wie sich hieraus unmittelbar ersehen lasst, werden bei der er- 
findungsgemaiien Technik kostenintensive Schritte eingespart, 
wenn gemali der Erfindung vorgegangen wird; uberdies werden die 
Eigenschaf ten der Leiterplattenelemente verbessert. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispielen, auf die sie jedoch nicht beschrankt sein 
soil, und unter Bezugnahme auf die Zeichnung noch weiter erlau- 
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tert. In der Zeichnung zeigen im Einzelnen: 

Fig, 1 eine schematische Draufsicht auf ein Leiterplatten- 
element mit lokalen Edelmetallauf lagen auf einer Kupferlage ge- 
maft Stand der Technik; 

Fig. 2 im groBeren MaBstab einen schematischen Schnitt durch 
ein Teil dieser Leiterplattenelements, gemafi der Linie II-II unci 
Fig. 1; 

Fig. 3 eine der Darstellung in Fig. 1 entsprechende schema- 
tische Draufsicht auf ein Leiterplattenelement gemaii der Er- 
findung; und 

Fig. 4 einen Querschnitt durch dieses Leiterplattenelement 
ahnlich der Darstellung in Fig. 2, wobei zusatzlich eine aufzu- 
pressende Leiterplattenstruktur mit Kupf er-AuBenlage sowie eine 
untere Leiterlage veranschaulicht sind. 

In Fig. 1 ist schematisch ein Teil eines Leiterplatten- 
elements 1 in Draufsicht gezeigt, wobei der Schichtaufbau des 
Leiterplattenelements 1 weiters beispielhaft aus Fig. 2 hervor- 
geht . 

In Fig. 1 sind einzelne Materialien des Leiterplatten- 
elements 1, soweit sie an der Oberseite des Leiterplatten- 
elements 1 ersichtlich sind, zwecks besserer Unterscheidung 
schraf fiert, punktiert bzw. doppelt schraffiert veranschaulicht r 
wobei die einfach schraf f ierten Bereiche ein Epoxidharz-Substrat 
2 darstellen (vgl. auch Fig. 2), auf dem eine strukturierte Me- 
talllage 3, insbesondere aus Kupfer, vorliegt, die zwecks 
besserer Unterscheidung punktiert veranschaulicht ist. Diese Me— 
talllage 3 wird nachfolgend der Einfachheit halber als Lei- 
terlage 3 bezeichnet, und durch ihre Strukturierung (durch 
photolithographische Techniken) sind an der Oberseite jene Be- 
reiche ersichtlich, d.h. freigelegt, in denen das an sich darun— 
ter liegende Epoxidharz-Substrat 2, nachstehend allgemein 
Leiterplatten-Substrat 2 oder kurz Substrat 2 genannt, dann von 
der Oberseite her zu sehen ist. 

Mit doppelt schraf f ierten Linien sind weiters elektrische 
Bauelemente 4 gezeigt, bei denen es sich beispielsweise urn in 
PTF-Technik (PTF- Polymer Thick Film-polymerer Dickfilm) aufge- 
druckte Bauelemente, insbesondere Widerstande, handelt. Im Be- 
reich der Enden dieser Bauelemente 4, insbesondere Widerstande, 
sind Anschluss- oder Kontaktf lachen 5 gebildet, die aus entspre- 
chenden Bereichen 5 T (siehe Fig. 2) der Leiterlage 3 sowie wei- 
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ters lokal darauf auf gebrachten Edelmetall-Auf lagen 6 gebildet 
sind. Diese Edelmetall-Auf lagen 6 sind in Fig. 1 als freie Fla- 
chen, ohne Schraffur oder dergleichen, veranschaulicht , in der 
Querschnittsdarstellung gemaB Fig, 2 jedoch schraffiert gezeigt. 

Die Edelmetall-Auf lagen 6 bestehen in herkommlicher Weise 
z.B. aus einer dunnen lokalen Silberschicht, und sie bilden eine 
Sperrschicht oder Stabilisierungsschicht , die beim Aufbringen 
der Bauelemente 4 und deren Fixierung (Aushartung) einen Zugang 
von Feuchte zur Leiterlage 3 und damit im Kontaktbereich ein 
Korrodieren dieser Leiterlage 3 verhindern. Uberdies verbessert 
diese Edelmetall-Auf lage 6 auch den elektrischen Kontakt zwi- 
schen dem Bauelement 4 und der Leiterlage 3- 

Von Nachteil ist bei dieser bekannten Technik, dass die 
Edelmetall-Auf lage 6 nur lokal, in eng begrenzten Bereichen, 
namlich den Bereichen der Kontaktf lachen 5, aufgebracht werden 
darf . Wurde eine derartige Edelmetall-Beschichtung auf der ge- 
samten Leiterlage 3 aufgebracht werden, so wurde eine nach- 
folgende Beschichtung des Leiterplattenelements 1 wie in Fig. 1 
und 2 gezeigt, etwa mit einer weiteren Leiterplattenstruktur 
oder aber mit einer Lotstopmaske, nicht oder nur sehr schlecht 
haften, und eine relativ baldige Ablosung der auf gebrachten 
Schicht oder Schichten ware die Folge. 

Anderseits ist fur die blofi ortliche Aufbringung der Edelme- 
tall-Auf lagen 6 ein relativ hoher Aufwand bei der Herstellung 
notwendig, da gesonderte Schritte zur Maskierung der Oberseite 
des Leiterplattenelements 1 sowie zur Entfernung dieser Mas- 
kierung nach Aufbringen der Edelmetall-Auf lagen 6 erforderlich 
sind, Oberdies hat sich in der Praxis gezeigt, dass es im Be- 
reich der Edelmetall-Auf lagen 6 bei darOber angebrachten Schich- 
ten, etwa wenn das Leiterplattenelement 1 wie in Fig. 1 und 2 
gezeigt zu einem Multilayer verpresst wird (vgl. auch Fig. 4), 
zu lokalen Abhebungen dieser auf gebrachten Schicht kommt, und 
dass insbesondere auch ein Abheben der Materialien der Bau- 
element 4 (PTF-Widerstande) von den Edelmetall-Auf lagen 6 zu be— 
obachten ist . 

Bei der erf indungsgemafien Technik wird, wie aus Fig. 3 er- 
sichtlich, eine komplette Beschichtung der Leiterlage 13 auf dem 
Substrat 12 mit Edelmetall ermoglicht, und es liegt dann eine 
zur Ganze oder aber im Wesentlichen zur Ganze mit einer Edelme- 
tallschicht 16 bedeckte Leiterlage 13 vor. Dadurch ertibrigen 
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sich die vorstehend erwahnten Maskierungs- und Demaskierungspro- 
zesse, wie sie bei der bekannten Technik erforderlich sind. 
Nichtsdestoweniger wird ein ausgezeichnetes Haften von dartiber 
angebrachten Schichten, wie beispielsweise eines Substrats 3' 
einer Leiterplattenstruktur 1', die eine aufiere Leiterlage 3 1 
aufweist, im Zuge des Verpressens zu einem Multilayer er- 
moglicht, vgl. Fig. 4, wo schematisch mit einem Pfeil 7 dieses 
Verpressen (wobei gleichzeitig eine Erhitzung erfolgt) ver— 
anschaulicht ist. Anstatt einer solchen Leiterplatten- 
struktur 1', wie in Fig. 4 gezeigt, kann beispielsweise aber 
auch eine Lotstopmaske auf der Oberseite des Leiterplatten— 
elements 11 gemaft Fig. 3 und 4 angebracht werden. Auch hiez: wird 
eine gute Haftung erzielt. 

Um diese gute Haftung zu erreichen, wird die Leiterlage 13 
an ihrer Oberf lache vor dem Aufbringen der Edelmetallschicht 16 
aufgeraut, wobei die Oberf lachenrauheit 8 in Fig. 4 nur ganz 
schematisch mit einer Wellenlinie veranschaulicht ist. Dieser 
Oberf lachenrauheit 8 der Leiterlage 13 folgt auch die ver- 
gleichsweise dunne Edelmetallschicht 16, so dass deren Oberseite 
ebenfalls eine entsprechende Rauheit 8' aufweist. Durch diese 
Oberf lachenrauheit 8 1 wird sodann das erw^hnte gute Anhaf ten 
einer darauf angebrachten Schicht, wie etwa einer Epoxidharz- 
Substratschicht 2 1 oder einer Lotstopmaske, sichergestellt . 

Den vorliegenden Leiterplattenelementen 11 konnen herk5mmli- 
che Leiterplattensubstrate, wie etwa FR 4-Substrat, zu Grunde 
liegen, bei denen wie erwahnt ein Epoxidharz-Substrat 2 sowie 
darauf eine Kupferlage 13 gegeben sind. Gegebenenf alls kann das 
Substrat 2 aber auch auf der gemafi Darstellung in Fig. 4 unteren 
Seite mit einer Leiterlage (Kupferlage ) 13' versehen sein, und 
diese Leiterlage 13' kann in entsprechender Weise aufgeraut und 
mit einer Edelmetallschicht versehen sein. Beim aufgebrachten 
Bauelement 4 handelt es sich bevorzugt um ein polymeres Dick- 
f ilm-Baueleiuent, insbesondere einen PTF-Widerstand, der in einem 
Druckverf ahren aufgebracht wird. Ein solcher 

PTF-Widerstand besteht beispielsweise aus einem Phenolharz , in 
dem Kohlenstof fpartikel in der erf orderlichen Konzentration, je 
nach Widerstandswert , eingelagert sind. 

Die Edelmetallschicht 16 kann auiier aus dem bereits erwahn- 
ten Silber auch aus Gold, aber auch aus Palladium, Platin oder 
Nickel oder dergleichen Edelmetall bestehen. Je nach den 
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verwendeten Materialien werden auch entsprechende Aufrau- und 
Auf bringtechniken angewandt. Diese Techniken sind an sich be- 
-kannt und sollen daher hier nur kurz erwahnt werden. 

Im Fall einer Edelmetallschicht 16 aus Silber wird bevorzugt 
eine einfache Austauschreaktion fur die Beschichtung zu Grunde 
gelegt, bei der Kupfer der Leiterlage 3 durch Silber der Edelme- 
tallschicht 16 gemafi der Beziehung 

.Ag^+U2Cu^Ag t +ll2Ci% (1) 



ersetzt wird. 

Diese Austauschreaktion lSuft zufolge der Potentialdif f erenz 
zwischen Kupfer und Silber ab, und man erhalt eine sehr kompakte 
Silberschicht auf der Kupferlage. Insbesondere werden hierbei 
Silber-Schichten 16 mit einer Dicke zwischen 0,1 pm und 0,25 pm 
herbeigefuhrt (allgemein bevorzugt zwischen 0,02 pm und 0,5 pm) . 

Im Fall einer Beschichtung mit Palladium wird ein Wasser- 
stoff und Palladium enthaltender Aktivator aufgebracht, wobei 
eine autokatalytische Reaktion eingeleitet wird: 

Pdo+H^Pdo+lH^ (2) 
Pd^+lH^Pdo+lH (3) 



2 Red + Pd* -+Pd°*+2H+C0 2 ( 5 ) 

Bei einem pH von < 3,5 beginnt die Zersetzung des Reduktions- 
mittels, und Reaktionen finden nur in der Dif f usionsschicht 
statt. Der frei werdende Wasserstoff sichert die Fortfuhrung der 
Reaktion. 

Vergleichbare chemische Beschichtungstechniken konnen fur 
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Nickel und Gold angewandt werden. 

Zur Aufbringung der Edelmetallschicht 16 auf der Leiterlage 
3 konnen jedoch auch andere an sich herkommliche Techniken ein- 
gesetzt werden, wie etwa ein galvanisches Aufbringen des Edelme- 
tails auf der Leiterlage 13, ein Aufbringen des Edelmetalls 
durch Aufdampf en oder ein Aufbringen durch Sputtern . Die Edelme- 
tallschicht weist wie erwahnt mit Vorteil eine Dicke zwischen 
0,02 jam und 1 pm auf. 

Die Oberflache der Leiterlage 13 kann, nachdem oder bevor 
sie in herkommlicher Weise photolitographisch strukturiert wurde 
bzw. wird, durch verschiedenste an sich herkommliche Techniken 
aufgeraut werden. Beispielsweise ist hier ein mechariisches Auf- 
rauen denkbar, ebenso wie ein galvanisches Aufrauen oder ein 
Aufrauen durch Ionenatzen oder chemisches Atzen, wobei als Atz- 
mittel beispielsweise ein solches auf der Basis von Wasserstoff- 
peroxid/Schwef elsaure benutzt wird. Die Oberf lachenrauheit kann 
in der GroAenordnung von 0,05 \xm bis 5 pm , vorzugsweise 0,3 vm 
bis 3 jim, insbesondere 0,5 pm bis 1 jam, liegen, und es werden 
dabei zum Teil nadelartige Oberf lachenstrukturen erlialten. (Wie 
erwahnt ist die wellenartige Darstellung in Fig. 4 nur ganz 
schematisch zu sehen, sie soli jedoch auch verdeutl ichen, dass 
die Oberflachenrauheit 8 bzw. 8 1 starker ist, d.h. in einem gro- 
Beren Dimensionsbereich liegt, verglichen mit der Dicke der 
Edelmetallschicht 16. ) 
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Patentanspriiche : 



1. Verfahren zum Herstellen eines Le±terplattenelements, bei 
dem ausgehend von einem Leiterplatten-Substrat (12) mit zu- 
mindest einer Leiterlage (13) diese Leiterlage strukturiert und 
darauf Edelmetall (16) aufgebracht wired, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Leiterlage (13) an der Oberflache aufgeraut und das 
Edelmetall (16) als Schicht im Wesent lichen auf der gesamten 
strukturierten, aufgerauten Leiterlage (13) aufgebracht wird, 
wobei die Edelmetallschicht-Oberf lache eine entsprechende Rau- 
heit (8 1 ) erhait. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Oberflache der Leiterlage (13) mit einer Rauheit (8) im Bereich 
von 0,05 pm bis 5 pm, z.B. 0,3 ]im bis 3 pm, vorzugsweise 0,5 \im 
bis 1 pm, aufgeraut wird. 



3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Oberflache der Leiterlage (13) durch chemisches Atzen 
aufgeraut wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Oberflache der Leiterlage (13) durch Ionenatzen aufge- 
raut wird. 



5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Oberflache der Leiterlage (13) durch mechanisches Be- 
arbeiten aufgeraut wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Oberflache der Leiterlage (13) galvanisch aufgeraut 
wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Edelmetallschicht (16) mit einer Dicke von 
0,02 pm bis 1 pm, vorzugsweise 0,02 pm bis 0,5 pm, auf der Lei- 
terlage (13) aufgebracht wird. 



8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
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zeichnet, dass die Edelmetallschicht (16) chemisch-stromlos 
auf der Leiterlage (13) aufgebracht wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Edelmetallschicht (16) galvanisch auf der 
Leiterlage (13) aufgebracht wird. 

10. Verfahren nach einem der Anpruche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Edelmetallschicht (16) durch Aufdampfen auf 
der Leiterlage (13) aufgebracht wird. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Edelmetallschicht (16) durch Sputtern auf der 
Leiterlage (13) aufgebracht wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 11 , dadurch gekenn 
zeichnet, dass als Edelmetallschicht (16) eine Schicht aus zu- 
mindest einem Metall der Gruppe, enthaltend, Silber, Gold, 
Palladium, Platin und Nickel, aufgebracht wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch gekenn 
zeichnet, dass nach dem Aufbringen der Edelmetallschicht (16) 
auf der aufgerauten Leiterlage (13) zurnindest ein elektrisches 
Bauelement (4) auf Bereichen der oberflachen-rauen Edelmetall- 
schicht (16) angebracht wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet , dass da 
elektrische Bauelement (4) ein Widerstand, z.B. ein PTF- 
Widerstand, ist. 

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekenn 
zeichnet, dass nach dem Aufbringen der Edelmetallschicht (16) 
auf der aufgerauten Leiterlage (13) sowie gegebenenf alls des 
elektrischen Bauelement s (4) auf der Oberseite des Leiter- 
platten-Substrats (12), mit der oberflachen-rauen Edelmetall- 
schicht (16), eine weitere Leiterplatten-Struktur (l f ) 
aufgebracht wird und so eine Verpressung zu einem Multilayer er- 
folgt. 



16. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekenn 
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zeichnet, dass nach dem Aufbringen der Edelmetallschicht (16) 
auf der aufgerauten Leiterlage (13) sowie gegebenenf alls des 
elektrischen Bauelements (4) auf der Oberseite des Leiter- 
platten-Substrats (12), mit der oberf lachen-rauen Edelmetall- 
schicht (16), eine Lotstopmaske aufgebracht wird. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass ein Leiterplatten-Substrat (12) mit zwei Lei- 
terlagen (13, 13 1 ) verwendet wird, wobei zurnindest eine 
Leiterlage strukturiert und aufgeraut wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Leiterlage nach dem Strukturieren an der 
Oberflache aufgeraut wird. 

19. Leiterplattenelement mit zurnindest einer strukturierten Lei- 
terlage (13) auf einem Substrat (12), und mit Edelmetall (16) 

auf der Leiterlage (13), dadurch gekennzeichnet , dass die Lei- 
terlage (13) eine aufgeraute Oberflache (8) und an dieser eine 
oberflachen-raue Edelmetallschicht (16) als Kontaktvermittler- 
und Stabilisierungsschicht einerseits und als Haf tvermittler- 
schicht andererseits aufweist. 

20. Leiterplattenelement nach Anspruch 19, dadurch gekennzeich- 
net, dass auf der oberf lachen-rauen Edelmetallschicht (16) eine 
weitere Leiterplattenstruktur (!'), unter Bildung einer Multi- 
layer-Konfiguration, vorgesehen ist. 

21. Leiterplattenelement nach Anspruch 19, dadurch gekennzeich- 
net, dass auf der oberf lachen-rauen Edelmetallschicht (16) eine 
Lotstopmaske aufgebracht ist. 

22. Leiterplattenelement nach einem der Anspruche 19 bis 21, da- 
durch gekennzeichnet, dass auf der oberf lachen-rauen Edelmetall- 
schicht (16) mindestens ein elektrisches Bauelement (4) 
angebracht ist. 

23. Leiterplattenelement nach Anspruch 22, dadurch gekennzeich- 
net, dass das elektrische Bauelement (4) ein Widerstand, z.B. 
ein PTF-Widerstand, ist. 
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24. Leiterplattenelement nach einem der Anspruche 19 bis 23, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Leiterlage (13) bzw. die Edelme- 
tallschicht (16) eine Oberf lachenrauheit (8; 8') im Bereich von 
0,05 pm bis 5 pm, z.B. 0,3 pm bis 3 pm, vorzugsweise 0,5 pm bis 

1 pm, aufweist. 

25. Leiterplattenelement nach einem der Anspruche 19 bis 24, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Edelmetallschicht (16) eine Dicke 
von 0,02 pm bis 1 pm, vorzugsweise 0,02 pm bis 0,5 pm, aufweist. 

26. Leiterplattenelement nach einem der Anspruche 19 bis 25, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Edelmetallschicht (16) zumindest 
ein Metall aus der Gruppe, bestehend aus Silber, Gold, Palladi- 
um, Plat in und Nickel, aufweist. 

27. Leiterplattenelement nach einem der Anspruche 19 bis 26, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Substrat (12) zwei strukturierte 
Leiterlagen (13, 13*) aufweist, wobei auf zumindest einer Edel- 
metallschicht (16) aufgebracht ist. 
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